
  

5kVrms 隔离式  
半双工/全双工 RS-485 收发器 

产品手册  Pai8485E/Pai8486E 

1   特性 
•  与 TIA/EIA-485-A 标准兼容 
•  高达 5000Vrms 隔离电压 
•  逻辑侧电源电压（VDD1）：2.5V 至 5.5V 
• 总线侧电源电压（VDD2）：3V 至 5.5V  
•  数据速率：12Mbps 或 14Mbps 
•   开路、短路和空闲总线失效保护 
•  1/8 单位负载，多达 256 个总线节点 
•  高共模瞬态抗扰度：±100kV/μs（典型值） 
•  工作温度范围：–40 °C 至 125 °C 
• 符合 RoHS 要求的宽体 SOIC-16 封装 
• 引脚兼容多数隔离式 RS-485 收发器 
•  安全相关认证：（Pending） 

–符合 DIN VDE V0884-17:2021-10 标准 2121VPK 最大重

复峰值隔离电压 
– 符合 UL 1577 标准 1 分钟 5000 VRMS 隔离电压 
–CQC、TUV 和 CSA 认证 

2  应用 
• 隔离RS-485通信 
• 光伏逆变器 
• 工厂自动化与控制 
• 电机驱动器 
• HVAC 系统和楼宇自动化 

3  概述 

Pai848x 产品是荣湃半导体隔离 RS-485 收发器，通过使用荣

湃半导体 iDivider®技术提供卓越的性能特性。 

智能分压器技术（iDivider®技术）是荣湃半导体发明的新一

代数字隔离器技术。它利用电容分压原理，在不需要调制和

解调的情况下，实现电压信号跨越隔离介质精准传输。 

Pai8485E 是半双工 RS-485 收发器，Pai8486E 是全双工 RS-485
收发器。这两种收发器均符合 UL 1577 标准的 5kVrms 隔离电

压认证。

这些收发器是长输电线的理想选择，因为接地回路被断开，

从而允许更大的共模电压范围。 

这些收发器具有故障安全电路，可在接收器输入开路或短路

时保证接收器输出逻辑高。这些收发器具有 1/8 单元负载接

收器输入阻抗，允许总线上最多 256 个收发器。 

Pai8485E 的数据速率为 14Mbps。Pai8486E 的数据速率高达

12Mbps。 

4  功能框图 
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图 1. Pai8485E & Pai8486E 功能框图
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图 2. Pai8485E 典型应用电路
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5   引脚定义和功能描述 
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引脚功能：半双工收发器 

管脚 名称 描述 

1 VDD1 逻辑侧电源（VDD1） 

2 GND1 VDD1 的接地连接 

3 R 接收器输出 

4 RE  
接收器使能。该引脚在高电平或开路时禁用接收器输出，在低电平时启用接收

器输出。 

5 DE 
驱动器使能。该引脚在高电平时启用驱动器输出，在低电平或开路时禁用驱动

器输出。 

6 D 驱动器输入 

7 GND1 VDD1 的接地连接 

8 GND1 VDD1 的接地连接 

9 GND2 VDD2 的接地连接 

10 GND2 VDD2 的接地连接 

11 NC 无内部连接 

12 A 总线侧收发器同相输入或输出（I/O） 

13 B 总线侧收发器反相输入或输出（I/O） 

14 NC 无内部连接 

15 GND2 VDD2 的接地连接 

16 VDD2 总线侧电源（VDD2） 
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引脚功能：全双工收发器 

PIN NO. NAME DESCRIPTION 

1 VDD1 逻辑侧电源（VDD1） 

2 GND1 VDD1 的接地连接 

3 R 接收器输出 

4 RE  
接收器使能。该引脚在高电平或开路时禁用接收器输出，在低电平时启用接收

器输出。 

5 DE 
驱动器使能。该引脚在高电平时启用驱动器输出，在低电平或开路时禁用驱动

器输出。 

6 D 驱动器输入 

7 GND1 VDD1 的接地连接 

8 GND1 VDD1 的接地连接 

9 GND2 VDD2 的接地连接 

10 GND2 VDD2 的接地连接 

11 Y 驱动器同相输出 

12 Z 驱动器反相输出 

13 B 总线侧的接收器反相输入 

14 A 总线侧的接收器同相输入 

15 GND2 VDD2 的接地连接 

16 VDD2 总线侧电源（VDD2） 
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6   规格 
6.1   绝对最大额定值 

在自然通风条件下的工作温度范围内（除非另有说明）(1) (2) 
 MIN                      MAX UNIT 

VDD1   1 侧电源电压 -0.3                               6 V 
VDD2    2 侧电源电压 -0.3                               6 V 
VBUS      总线引脚上的电压 （A, B, Y, Z 相对于 GND2） -7                                 12 V 
VI 逻辑电压水平 （D, DE, /RE, R） -0.5               VDD1+0.5(3) V 
IO       R 引脚上的输出电流 ±10 mA 
TJ      最大结温                                150 °C 

TSTG   存储温度 -65                              150 °C 

(1) 超出上表中列出的绝对最大额定值可能会导致器件永久损坏。 这些仅是绝对最大额定值，并不意味着器件在这些或任何其他超出“推荐

工作条件”的条件下功能正常。 长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。 

(2) 除总线差分输出/输入电压以外，所有电压值均相对于本地接地端（GNDA 或 GNDB），并且是峰值电压值。 

(3) 最大电压不得超过 6 V。 

6.2   ESD 等级  
 VALUE UNIT 

V(ESD) 静电放电 

人体放电模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标

准 

除了总线引脚外的所有

引脚
(1) 

±6000 

V 总线引脚和 GND2(1) ±12000 

组件充电模式 (CDM), 适用标准 JEDEC specification JESD22- C101(2) ±2000 

(1) JEDEC 文件 JEP155 规定， 500-V HBM 允许通过标准 ESD 控制过程进行安全制造。 

(2) JEDEC 文件 JEP157 规定， 250-V CDM 允许通过标准 ESD 控制过程进行安全制造。 

6.3   推荐工作条件 
 MIN            TYP            MAX UNIT 

VDD1      逻辑侧电源电压，1 侧 2.5                                      5.5 V 

VDD2 总线侧电源电压， 2 侧 3                                         5.5 V 

VI 任意总线端子处的共模电压：A 或 B -7                                        12 V 

VIH 高电平输入电压（D、DE、/RE 输入） 0.6*VDD1                         VDD1                     V 

VIL 低电平输入电压（D、DE、/RE 输入） 0                                 0.3*VDD1 V 

VID   差分输入电压，A 相对于 B -12                                      12 V 

RL 差分输入电阻 54                                       Ω 

IO 输出电流，驱动器 -60                                       60 mA 

IOR 输出电流，接收器 -8                                          8 mA 

1/tUI 信号速率 Pai8485E                                         14 Mbps 

1/tUI 信号速率 Pai8486E                                              12 Mbps 

TA 工作环境温度 -40                                      125 °C 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                   Pai8485E/ Pai8486E                                                    

 

Rev.0.2| Page 5 of 20                                                                                  www.rpsemi.com 

6.4   真值表 
驱动器功能表(1) 

VDD1 VDD2 输入 D 驱动器使能 
DE 

输出(2) 
Y / A Z / B 

PU PU 

H H H L 

L H L H 

X L Hi-Z Hi-Z 

X 开路 Hi-Z Hi-Z 

开路 H H L 

PD(3) PU X X Hi-Z Hi-Z 

PU PD X X Hi-Z Hi-Z 

PD PD X X Hi-Z Hi-Z 
(1) PU = Powered Up; PD = Powered Down; H = High Level; L = Low level; X = Irrelevant, Hi-Z = High impedance state 
(2) 全双工收发器的驱动器输出为Y和Z。对于半双工收发器，驱动器输出为A和B。 
(3) 强驱动的输入信号可以通过内部保护二极管微弱地为浮动VDD1供电，并导致不确定的输出。 

接收器功能表(1) 

VDD1 VDD2 差分输入 
VID = (VA – VB) 

接收器使能 
( RE ) 

输出 
R 

PU PU 

–0.02 V ≤ VID L H 
–0.2 V < VID < 0.02 V L 不确定 

VID≤ –0.2 V L L 
X H Hi-Z 
X 开路 Hi-Z 

开路，短路，空闲 L H 
PD(2) PU X X Hi-Z 
PU PD X L H 

PD(2) PD X X Hi-Z 
(1) PU = Powered Up; PD = Powered Down; H = Logic High; L= Logic Low; X = Irrelevant, Hi-Z = High Impedance (OFF) state 
(2) 强驱动的输入信号可以通过内部保护二极管微弱地为浮动VDD1供电，并导致不确定的输出。 
 
 
 
 
 

6.5   热信息 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

热指标 
Pai848x 

单位 WB SOIC-16 
RθJA           结至环境热阻 70 °C/W 
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6.6   绝缘规格 
参数 测试条件  数值 单位 

IEC 60644-1 

CLR 外部电气间隙(1) 空气中最短的引脚距离 8 mm 

CPG 外部爬电距离(1) 整个封装表面上最短的引脚到引脚距离 8 mm 

DTI 绝缘距离 最小内部间隙(内部距离) ＞21 um 

CTI 相对电痕指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11) ≥400 V 

 材料组  IEC 60112 I  

 过压类别 

额定电源电压 ≤ 150 VRMS I-IV 
 

额定电源电压≤ 300 VRMS I-IV 

额定电源电压≤400 VRMS I-IV  

DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01(2) 

VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压（双极） 2121 VPK 

VIOWM 最大工作隔离电压 交流电压 (正弦波) 1500 VRMS 

VIOTM 最大瞬态隔离电压 
VTEST = VIOTM, t = 60 s (认证); 
t = 1 s (100% 生产测试) 

7071 VPK 

VIOSM 最大浪涌隔离电压(3) 
加强绝缘,  
1.2/50 µs 组合波形,  
VTEST = 1.6 × VIOSM (生产测试)1 

6250 VPK 

qpd   表征电荷(4) 
方法 b1, VPR = VIORM × 1.5, 
100% 生产测试 ， t = 1 s 

≤5 pC 

CIO    栅电容, 输入到输出(5) VI = 0.4 sin (2πft) 1.5 pF 
 
RIO 绝缘电阻，输入到输出(5) 

VIO = 500 V, TA = 25°C, 隔离栅两侧的所有引脚连

接在一起，形成一个 2 端子收发器 
>1012 Ω 

 VIO = 500 V at TS = 150°C >109 Ω 
 污染度  2  
 气候类别  40/125/21  

UL1577 

VISO 最大隔离电压 
VTEST = VISO , t = 60 s (认证); 
VTEST = 1.2 × VISO , t = 1 s (100% 生产测试) 

5000 VRMS 

 
(1) 爬电距离和间隙要求应根据具体应用中特定收发器的隔离标准。电路板设计应注意保持爬电和间隙距离，确保隔离器在印刷电路板上的焊

盘不会缩短此距离。印刷电路板上的爬电距离与间隙在某些情况下是相同的。通过在电路板上插入凹槽可以增大这些距离指标。 
(2)  Pai848x仅适用于安全额定值范围内的基本电气绝缘。应通过适当的保护电路确保遵守安全等级要求。 
(3) 测试在空气或油中进行，以确定隔离层固有的浪涌抑制。 
(4) 表征电荷是由局部放电引起的放电电荷(pd)。 
(5) 隔离栅两侧的所有引脚连接在一起，构成双端器件。 
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6.7   相关安全认证 (Pending) 
绝缘寿命部分详细介绍了特定交叉隔离波形和绝缘水平的推荐最大工作电压。 

CUL VDE CQC 
UL 1577 器件程序认证 1 根据 CSA 部件验收通知 5A 批

准 
符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 
0884-17): 2021-10 标准 

符合  CQC11-471543-2012 和
GB4943.1-2011 标准 

单一保护, 5000Vrms 隔离

电压 
单一保护, 5000Vrms 隔离电

压 
加强绝缘,  
VIORM = 2121V 峰值,  
VIOSM =6250V 峰值 

基本绝缘： 845 Vrms (1200 V 
峰值) 最大工作电压  
加强绝缘： 422 Vrms (600 V 
峰值)最大工作电压 

文件编号： E494497 文件编号：E494497  证书编号： 
CQC23001387453 

 
6.8   安全限值 
安全限制(1) 旨在最大限度地减小在发生输入或输出电路故障时对隔离栅的潜在损害。 

参数 测试条件 最小值    典型值    最大值 单位 
IS       安全输入、输出或供电电流 RθJA = 70°C/W, VI = 5.5 V, TJ = 150°C, TA = 

25°C  
                                      320 mA 

TS      最高安全温度                                       150 ℃ 
 

(1) 最高安全温度TS与器件指定的最大结温TJ的值相同。IS和PS参数分别表示安全电流和安全功率。请勿超过IS和PS的最大限值。这些限值

随环境温度TA的变化而变化。 
表中的结至空气热阻RθJA所属器件安装在引线式表面贴装封装对应的高K测试板上。使用以下公式计算每个参数的值： 
TJ = TA + RθJA × P, 其中P是器件中耗散的功率。 
TJ(max) = TS = TA + RθJA × PS ，其中TJ（max）是允许的最大结温。 
PS = IS × VI, 其中 VI 是最大输入电压。 
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6.9   电气特性： 驱动器 
所有典型规格都是在 VDD1=5V、VDD2=5V、 TA=25°C 条件下的规格(除非另有说明,否则最小/最大值是建议工作条件下的规格)  

 参数 测试条件 最小值  典型值  最大值 单位 

|VOD| 驱动器差分输出电压幅度 

开路电压, 总线无负载, 
3 V≤ VDD2 ≤ 5.5 V 

3                             VDD 

V RL = 54 Ω, 见图 5 1.5            
RL = 100 Ω (RS-422), 见图 5 1.5            
Vtest from –7 V to +12 V, 见图 5 1.5 

Δ|VOD| 两个状态之间的差分输出电压变化 RL = 54 Ω or RL = 100Ω, 见图 6 -0.2            0               0.2 V 
VOC 共模输出电压 RL = 54 Ω or RL = 100Ω, 见图 6           3 

V 
ΔVOC(SS) 

两个状态之间的稳态共模输出电压

变化 RL = 54 Ω or RL = 100Ω, 见图 6                            0.2 

IOS 驱动器短路输出电流 
VA or VB = –7 V, 其他输入为 0V 

-200                                200 mA 
VA or VB = 12 V, 其他输入为 0V 

II   输入电流  VD 和 VDE = 0V 或 VD and VDE = VDD1 -10                                  10 uA 
CMTI 共模瞬变抗扰度 见图 13 100 kV/μs 

 
6.10   电气特性: 接收器 
所有典型规格都是在 VDD1=5V、VDD2=5V、 TA=25°C 条件下的规格(除非另有说明,否则最小/最大值是建议工作条件下的规格)  

参数 测试条件 最小值  典型值  最大值 单位 
VTH 接收器差分阈值电压    -100 mV 
Vhys 输入迟滞   30 mV 
VOH 高电平输出电压 VID = 200 mV, IO = –4 mA VDD1-0.4 V 
VOL 低电平输出电压 VID = –200 mV, IO = 4 mA          0.4 V 
IO(Z) R 引脚上的输出高阻抗电流 VR = 0 V or VR = VDD1, VRE = VDD1 -1                                   1 uA 

Ii1 总线输入电流 

VA or VB = 12 V, 其他输入引脚接 0 V 0.04           0.1 

mA 

VA or VB = 12 V, VDD = 0, 其他输入引

脚接 0 V 
0.06        0.13 

VA or VB = –7 V, 其他输入引脚接 0 V -0.1         –0.04 
VA or VB = –7 V, VDD = 0, 其他输入引

脚接 0 V 
-0.05       –0.03 

Ii 输入电流 /RE V/RE = 0V or V/RE = VDD1    ‾ -10                              10 uA 
RID 差分输入电阻 A, B 96 kΩ 
CMTI 共模瞬变抗扰度 见图 13 100 kV/μs 

 
6.11   供电电流 
在建议运行条件下测得（除非另有说明） 

参数 测试条件 最小值  典型值  最大值 单位 

IDD1   逻辑侧电源电流 

/RE = 0 V 或 VDD1, DE = 0 V 或 VDD1 

(VDD1=3.3V)          3.2 mA 

/RE at 0 V 或 VDD1, DE = 0 V 或 VDD1 

(VDD1=5V)                                       3.3 mA 

IDD2    总线侧电源电流 /RE a= 0 V 或 VDD1, DE = 0 V, 无总线负载                                   4.4 mA 
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6.12   开关特性: 驱动器 
所有典型规格都是在 VDD1=5V、VDD2=5V、 TA=25°C 条件下的规格(除非另有说明,否则最小/最大值是建议工作条件下的规格) 

参数 测试条件 最小值  典型值  最大值 单位 
驱动器 (Pai8485E) 
tPLH, tPHL 驱动传输延时 见图 7 65 ns 
PWD(1) 脉冲宽度失真 |tPLH – tPHL| 见图 7 3 ns 
tr, tf 差分输出信号上升下降时间 见图 7 10 ns 
tPZH 使能传输延时，高阻抗至高电平输出 见图 8 65 ns 
tPZL 使能传输延时，高阻抗至低电平输出 见图 9 65 ns 
tPHZ 禁用传输延时，高电平至高阻抗输出 见图 8 65 ns 
tPLZ 禁用传输延时，低电平至高阻抗输出 见图 9 65 ns 
驱动器 (Pai8486E) 
tPLH, tPHL 驱动传输延时 见图 7 60 ns 
PWD(1) 脉冲宽度失真 |tPLH – tPHL| 见图 7 2.5               ns 
tr, tf 差分输出信号上升下降时间 见图 7 12 ns 
tPZH 使能传输延时，高阻抗至高电平输出 见图 8 65 ns 
tPZL 使能传输延时，高阻抗至低电平输出 见图 9 65 ns 
tPHZ 禁用传输延时，高电平至高阻抗输出 见图 8 65 ns 
tPLZ 禁用传输延时，低电平至高阻抗输出 见图 9 65 ns 

 
6.13   开关特性: 接收器 
所有典型值均为 VDD1=5V,VDD2=5V, TA=25°C 测试所得(除非另有说明,最小/最大值均为建议工作条件下的测试结果) 

参数 测试条件 最小值  典型值  最大值 单位 
接收器 (Pai8485E) 
tPLH, tPHL 接收传输延时 见图 10 80              ns 
PWD(1) 脉冲宽度失真 |tPLH – tPHL| 见图 10 10                ns 
tr, tf 差分输出信号上升下降时间 见图 10 1 ns 
tPZH 使能传输延时，高阻抗至高电平输出 见图 11 和图 12 45 ns 
tPZL 使能传输延时，高阻抗至低电平输出 见图 11 和图 12 45 ns 
tPHZ 禁用传输延时，高电平至高阻抗输出 见图 11 和图 12 60 ns 
tPLZ 禁用传输延时，低电平至高阻抗输出 见图 11 和图 12 45 ns 
Receiver (Pai8486E) 
tPLH, tPHL 接收传输延时 见图 10 80          ns 
PWD(1) 脉冲宽度失真 |tPLH – tPHL| 见图 10 10              ns 
tr, tf 差分输出信号上升下降时间 见图 10 1 ns 
tPZH 使能传输延时，高阻抗至高电平输出 见图 11 和图 12 45 ns 
tPZL 使能传输延时，高阻抗至低电平输出 见图 11 和图 12 45 ns 
tPHZ 禁用传输延时，高电平至高阻抗输出 见图 11 和图 12 60 ns 
tPLZ 禁用传输延时，低电平至高阻抗输出 见图 11 和图 12 45 ns 
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7   参数测试电路 

VTEST

DE = VDD1

VDD2

D = 0 or 
VDD1 B or Z

GND2

RL

A or Y

VOD

Ω375

Ω375

 

图 5 驱动器 VOD 电压测试电路 

A

B

VOC

VA

VB

VOC(PP)
OC(SS)V∆

0 V or 
VDD1

RL
(1)/2

RL
(1)/2B or Z

A or Y
D

GND2

VOC

VOD

 

(1)  RL = 100 Ω for RS422, RL = 54 Ω for RS-485 

图 6 驱动器共模输出电压的测试电路和波形定义 

B or Z

A or Y
D RL

54 Ω ± 1% 

50 Ω

VOD

DE = VDD1

VI
Input

Generator

CL
(1)

50 pF ± 20% 

VDD1

VI

VOD

VOD(H)

VOD(L)
tf

10%
0 V

tPHL

90%

50%

90%
0 V

10%
tr

tPLH

 

(1) CL includes fixture and instrumentation capacitance. 

图 7 驱动器开关测试电路和电压波形 

VDD1

VI

VO

VOH

≈ 0 VtPHZ

90%

50%

50%

tPZH

0 V

50%

RL
110 Ω

B or Z

A or Y
D

50 ΩV1

Input
Generator

CL
(1)

50 pF

DE

S1
VO

GND1
GND2

 

(1) CL includes fixture and instrumentation capacitance. 

图 8 驱动器高电平输出启用和禁用时间测试电路和电压波形 
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B or Z

A or Y
D

50 ΩV1

Input
Generator

CL
(1)

50 pF

DE
S1

GND1

RL
110 Ω

VDD2

GND2

VDD1

VI

VO

VOL
10%

50%

50%

tPZL

0 V
50%

VDD2
tPLZ

 

图 9 驱动器低电平输出启用和禁用时间测试电路和电压波形 

Input
Generator 50 Ω CL

(1)

15 pF
1.5 V

A

B
R VO

V1

VI

3 V

VO

VOH

VOLtf

10%
50%

tPHL

50%

90%

tr
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0 V
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图 10 接收器开关测试电路和波形 

VI

VO

VO

tPZL

tPZH

50%

50%

50%

VDD1

0 V

VOH

≈ 0 V

VDD1
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tPHZ
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图 11 接收器启用和禁用时间电压波形 

Input
Generator

50 Ω

CL
15 pF

0 V or 1.5 V A

B
R VO

V1

1.5 V or 0 V

1 kΩ

VDD1

S1
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VO
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tPZL

tPZH
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VDD1

0 V

VOH

≈0 V

VDD1
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B at 0 V
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图 12 接收器启用和禁用时间测试电路和电压波形 
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+ VCM  -

1 kΩ

54 Ω

VDD1 VDD2

DEVDD1

GND1

GND1 +
VOH  or  VOL

- 

D

R

GND1 GND2

A

B

+
VOH  or  VOL

- 

CL
15 pF(1)

10uF0.1uF0.1uF 10uF

1 kΩ

54 Ω

54 Ω

VDD1 VDD2

DEVDD1

GND1

GND1 +
VOH  or  VOL

- 

D

R

GND1 GND2

Y

Z

1.5 V or 0 V

0 V  or 1.5 V

A

B+
VOH  or  VOL

- 

+ VCM  -

CL
15 pF(1)

10uF0.1uF0.1uF 10uF

 

(1) CL 包括固定装置和仪器电容。 

图 13  共模瞬态抑制（CMTI）测试电路—半双工（左）和全双工（右）收发器 
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8  详细描述 

8.1  概述 

Pai848x 产品是荣湃半导体隔离 RS-485 收发器，通过使用荣湃半导体 iDivider®技术提供卓越的性能特性。 

智能分压器技术（iDivider®技术）是荣湃半导体发明的新一代数字隔离器技术。它利用电容分压原理，在不需要调制和解调

的情况下，实现电压信号跨越隔离介质精准传输。 

Pai8485E 是半双工 RS-485 收发器，Pai8486E 是全双工 RS-485 收发器。这两种收发器均符合 UL 1577 标准的 5kVrms 隔离电压

认证。这些收发器是长输电线的理想选择，因为接地回路被断开，从而允许更大的共模电压范围。这些收发器具有故障安全电路，

可在接收器输入开路或短路时保证接收器输出逻辑高。这些收发器具有 1/8 单元负载接收器输入阻抗，允许总线上最多 256 个收

发器。Pai8485E 的数据速率为 14Mbps。Pai8486E 的数据速率高达 12Mbps。 

图14显示了半双工收发器的功能框图，图15显示了全双工收发器的功能框图。 
8.2 功能框图 
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图 14  半双工收发器功能框图 
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图 15  全双工收发器功能框图 
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8.3   器件 I/O 原理图 

VDD1

DE

GND1

VDD1 VDD1 VDD1

GND1

VDD1

DI,

3MΩ 

3MΩ 

RE

 

图 16 器件 I/O 原理图 

9   应用和实现 
NOTE 

以下应用部分中的信息不属于荣湃半导体器件规范的一部分，荣湃半导体不保证其准确性或完整性。荣湃半导体的客户负责确定

器件是否适合其用途。客户应验证和测试其设计实现，以确认系统功能. 

 

9.1   应用信息 

Pai848x 系列由 RS-485 收发器组成，通常用于异步数据传输。全双工实现需要两个信号对（四根线），并允许每个节点在一个

信号对上传输数据，同时在另一信号对上接收数据。对于半双工传输，只共享一个信号对用于数据的传输和接收。为了消除传输线

反射，每个电缆末端都使用一个端接电阻器 RT 进行端接，其值与电缆的特性阻抗 Z0 相匹配。这种方法称为并行端接，允许在更长

的电缆长度上获得更高的数据速率。 

9.2  典型应用 

Pai848x收发器设计用于在多点RS-485网络上进行双向数据传输。RS-485总线具有多个收发器，这些收发器与总线电缆并联。

两个电缆端都用端接电阻器RT端接，以消除线路反射。RT的值与电缆的特性阻抗Z0相匹配。这种被称为并行端接的方法可以在更

长的电缆长度上使用更高的数据速率。 
半双工实现，如图17所示，驱动器和接收器启用引脚允许任何节点在任何给定时刻配置为发送或接收模式，从而降低了电缆

需求。 
如图 18 所示，全双工实现需要两个信号对（四条导线）。全双工实现允许每个节点在一个信号对上传输数据，同时在另一

个信号对上接收数据。 
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图 17 半双工收发器配置 
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图 18 具有全双工收发器的典型 RS-485 网络 

9.3   设计要求 

与需要几个外部器件来提高性能，提供偏置或限制电流的基于光耦的解决方案不同，Pai 848x 器件只需要外部旁路电容器即

可工作。  

9.4 详细设计步骤 

RS-485是一种稳健的电气标准，适用于长距离网络。RS-485接口可用于具有不同要求，例如通信距离、数据速率、节点数量

的各种应用中。 
9.5   总线负载 

驱动器提供的电流必须提供给负载，因为驱动器的输出取决于该电流。将收发器添加到总线以增加总线总负载。RS-485 标准

规定了单元负载（UL）的假设项，以估计可能的总线负载的最大数量。UL 表示负载阻抗约为 12 kΩ。符合标准的驱动器必须能够

驱动 32 个单元负载（UL）。Pai848x 收发器具有 1/8 UL 收发器，最多可以连接 256 个收发器到总线。 

 

 

10  电源相关建议 

为了确保收发器在所有数据速率和电源电压下都能可靠运行，建议在逻辑和收发器电源引脚（VDD1和VDD2）处使用0.1μF旁
路电容器。电容器应尽可能靠近电源引脚。此外，VDD2上的10μF大容量电容器在传输模式下的总线转换期间提高了收发器性能。 

11  布局 

11.1  布局指导原则 

实现低EMI PCB设计至少需要四层（见图19）。层堆叠应按以下顺序（从上到下）：高速信号层、接地平面、电源平面和低

频信号层。 
•  在顶层布置高速迹线可避免使用过孔（以及引入其电感），并且可实现隔离器与数据链路的发送器和接收器电路之间的可靠互

连。 
•  通过在高速信号层旁边放置一个实心接地平面，可以为传输线互连建立受控阻抗，并为返回电流提供出色的低电感路径。 
•  将接地平面旁边放置电源平面后，会额外产生大约100 pF/in2的高频旁路电容。 
•  在底层路由速度较慢的控制信号可实现更高的灵活性，因为这些信号链路通常具有裕量来承受过孔等导致的不连续性。 
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将 VDD2 旁路电容器放在顶层，并尽可能靠近器件引脚。不要使用过孔来完成与 VDD2 和 GND2 引脚的连接。如果需要额外的

电源电压平面或信号层，则向堆叠添加第二电源或接地平面系统以保持其对称。这使得堆叠在机械上稳定，并防止其翘曲。此外，

每个电力系统的电源和接地平面可以放得更近，从而显著增加高频旁路电容。 

11.2 布局示例 

 

 

图 19  建议的层堆叠 

10 mils

40 mils

10 mils

FR-4
εr ~ 4.5

High-speed traces

Ground plane

Power plane

Low-speed traces

Keep this space 
free from planes, 
traces, pads, and 

vias



 

Rev.0.2| Page 17 of 20                                                                                  www.rpsemi.com 

 

外形尺寸  

 
图 20  16 引脚宽体 SOIC 封装[WB SOIC-16]外形封装-尺寸单位（mm） 

 

焊盘图案 
16 脚宽体 SOIC 封装[WB SOIC-16] 
下图说明了 16 引脚宽体 SOIC 封装中 Pai848x 的推荐焊盘图案细节。该表列出了图中所示尺寸的值。  

 
图 21  16 引脚宽体 SOIC 封装[WB SOIC-16]焊盘图案 

表 17  16 引脚宽体 SOIC 封装[WB SOIC-16]焊盘图案尺寸 
尺寸 特征 值 单位 

C1 Pad 列间距 9.40 mm 
E Pad 行间距 1.27 mm 

X1 Pad 宽 0.60 mm 
Y1 Pad 长 1.90 mm 

说明：  
1.焊盘图案基于 IPC -7351 设计。 
2.显示的所有特征尺寸均在最大材料条件下，并且假设制造公差为 0.05 毫米。 
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顶层丝印图 

 

第一行 Pai8XXXXX=产品名称 

第二行 
YY =生产年份 
WW = 生产周 
ZZ=生产工厂制定的制造代码 

第三行 XXXX, 没有特殊含义 

Figure 22. Top marking 

包装信息 
 

16 引脚宽体 SOIC 封装[WB SOIC-16]  

 

 
说明：芯片的 Pin1 在 Q1 区域 

图 23 包装示意图 
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订购指南  
型号 双工 

最大数据速
率 

耐压等级 
节点数
量 

温度范围 封装 
潮敏等级,允许最高焊

接温度 1 
每卷数量 

Pai8485E-W1R 半双工 14Mbps 5 kV RMS 256 −40~125°C WB SOIC-16 Level-2-260C-1 YEAR 1500 
Pai8486E-W1R 全双工 12Mbps 5 kV RMS 256 −40~125°C WB SOIC-16 Level-2-260C-1 YEAR 1500 

1. 潮敏等级,允许最高焊接温度 - 根据 JEDEC 行业标准分类的湿度敏感度等级，以及允许最高焊接温度 
2. 最小订购数量为一卷数量。 
 

免责声明 
荣湃半导体尽量为客户提供最新、准确和深入的文档。但是，荣湃半导体对使用它或因使用它可能导致的任何专利侵权或第

三方其他权利不承担任何责任。特征数据，可用型号和提供的“典型”参数在不同的应用中可能并且确实有所不同。本文描述的

应用示例仅用于说明目的。荣湃半导体保留进行更改的权利，恕不另行通知，并且不对此处的产品信息，规格和说明进行任何限

制，并且对所包含信息的准确性或完整性不做任何保证。荣湃半导体不对使用此处提供的信息的后果承担任何责任。 
商标和注册商标是其各自所有者的财产。本文档并不暗示或明示授予其设计或制造任何集成电路的版权许可。 
201203 上海市浦东新区亮秀路 112 号 B 座 401,402 和 404 室 021-50850681 
荣湃半导体(上海)有限公司，版权所有。 
http://www.rpsemi.com/  
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版本历史  
版本 日期 页面 变更记录 

0.1 2023.08 所有 初始版本 

0.2 2024.06 所有 基于芯片测试结果更新数据 
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